Scintiliaciniy charakteristiky tyrimas MOCVD GaN su chemiskai ésdintu pavirSiumi po
apsvitos protonais

Investigation of scintillation characteristics in MOCVD GaN with chemically etched surface
after proton irradiation
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GaN yra patraukli medziaga dvigubo atsako daleliy
sensoriy formavimui [1]. Tokie sensoriai gali buti
taikomi  medicininiuose diagnostikos jrenginiuose,
radiacijos monitoringui, aukstyjy energijy fizikos
eksperimentuose, pvz., naujos kartos daleliy greitintuvo
(Future Circular Collider - FCC) eksperimente ir pan.
Taciau GaN scintiliacinés charakteristikos priklauso nuo
kristaly kokybés [2]. Technologiniai/radiaciniai defektai
ir Sviesos iStraukimo efektyvumas (Light Extraction
Efficiency - LEE) nulemia GaN scintiliatoriy na$uma.
LEE gali buti padidintas keiCiant kristalo pavirSiaus
geometrija, pvz., naudojant cheminj ésdinimg (wet
etching), kuris gali pakeisti ne tik pavir$iaus forma ir
plota, bet ir GaN kristalo pavir§iaus kokybe [3,4]. Buvo
parodyta, kad cheminis MOCVD GaN pavirSiaus
ésdinimas fosforo ragstimi (85% HsPOs) nulemia
fotoliuminescencijos efektyvumo iSaugima bent du
kartus [5]. Tadiau, liuminescencijos  smailiy
intensyvumas kinta aps§vitos jonizuojanéiaja spinduliuote
poveikyje dél radiaciniy defekty formavimosi, kurie
nulemia  naujy  spindulinés  ir  nespindulinés
rekombinacijos kanaly susidarymg [1]. Siekiant
pritaikyti MOCVD GaN medziagg dvigubo atsako
jonizuojanciosios spinduliuotés sensoriy formavimui,
bitina istirti sluoksniy charakteristiky kaita aukstyjy
energijy spinduliuociy poveikyje.

Sio darbo tikslas buvo istirti chemiskai ésdinty
MOCVD GaN sluoksniy, turiné¢iy didelj dislokacijy
tankj, liuminescencines charakteristikas prie§ ir po
apsvitos 1.6 MeV protonais.

Darbe buvo istirti 3.7 pm storio MOCVD GaN
sluoksniai, iSauginti Vilniaus universitete MOCVD
reaktoriuje ant safyro padéklo (kurio pavirSius buvo ¢
plokstumos) pries tai nusodinus buferinj u-GaN sluoksni,
kurio storis sieké >1 um. MOCVD GaN sluoksnis buvo
lengvai legiruotas Si, kurio koncentracija sieké 107 cm3,
o dislokacijy tankis buvo lygus ~10° cm?. Bandiniy
pavirsiai buvo ésdinti fosforo ragstimi (85 % H3sPOs)
160 °C temperatiroje 30 min. Apsvitos 1.6 MeV
protonais buvo atliktos Fiziniy ir technologijos moksly
centre Tandetron 4110A jony greitintuvu. Bandiniai
buvo apsvitinti @~1.3x10%* cm? protony jtékiu.

Darbe buvo istirta fotoliuminescencijos spektry kaita
po apSvitos protonais (paveikslas 1). Kriivininky
dinamikos  tyrimai  buvo  atlikti  pasitelkiant
mikrobangomis zonduojamo fotolaidumo (microwave
probed photoconductivity - MW-PC) kinetiky metoda.
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1 pav. Fotoliuminescencijos spektry kaita neésdintame
ir ésdintame MOCVD GaN sluoksniuose pries ir po
apsvitos protony pluosteliu.

PraneSime bus aptarta radiaciniy defekty jtaka
fotoliuminescencijos spektro smailiy intensyvumy kaitai
fosforo rugstimi ésdintuose MOCVD GaN sluoksniuose.

Reiksminiai ZodZiai: GaN, cheminis ésdinimas,
apsvyta protonais, liuminescencija.
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